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Что такое полупроводники?

� Полупроводники ́ — материалы, которые 
по своей удельной проводимости занимают 
промежуточное место между проводниками и 
диэлектриками. Основным свойством этих 
материалов является увеличение 
электрической проводимости с ростом 
температуры. 



� Почти все 
неорганические 
вещества окружающего 
нас мира — 
полупроводники. К 
числу полупроводников 
относятся многие 
химические элементы 
(германий, кремний, 
селен, теллур, мышьяк и 
другие), огромное 
количество сплавов и 
химических соединений 
(арсенид галлия и др.). 



� Одним из определяющих отличий полупроводников 
от проводников является зависимость их 
сопротивления от температуры. Сопротивление 
полупроводников уменьшается при повышении 
температуры. Как видно из графиков, при низких 
температурах сопротивление полупроводников 
стремится к бесконечности, и они ведут себя, как 
диэлектрики.



Электрический ток в 
полупроводниках

 1.Электрический ток – упорядоченное 
движение свободных электронов и дырок.

 2. Носители свободных зарядов – электроны и 
дырки. Число носителей заряда зависит от 
температуры, освещенности, наличия 
примесей.

 3. При повышении температуры ρ 
полупроводников уменьшается. 



ПРИМЕСНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
� Добавление к полупроводниковым кристаллам 

различных примесей может значительно повысить 
проводимость этих полупроводников. Существует два 
типа таких примесей: донорная и акцепторная.

    Донорная примесь:
1.Полупроводник n – типа
2.Основные носители – электроны
3.Неосновные – дырки

    Акцепторная примесь:
1.Полупроводник p – типа 
2.Основные носители – дырки
3. Неосновные -электроны



P-N переход
� Особое значение в технике имеет приведение в контакт 

полупроводников различных проводимостей. Что же произойдет 
при таком контакте? Вследствие диффузии зарядов начнется 
проникновение электронов в p-полупроводник, а дырок – в n-
полупроводник. В результате чего на границе образуется так 
называемый запирающий слой, который своим электрическим 
полем препятствует дальнейшему обмену зарядами



� Для построения вольт-амперной характеристики n-p 
перехода была собрана следующая схема, 
благодаря которой можно как менять полярность, так 
и величину напряжения, подаваемого на p-n переход.



� При подключении разности потенциалов в обратном 
направлении, то есть + – к n-полупроводнику,  – к p-
полупроводнику, проходить через барьер смогут только 
неосновные носители заряда (дырки в n области и электроны в 
p области). Основные же не смогут преодолеть запирающее 
поле, которое теперь будет еще усиливаться внешним полем



� Если же совершить прямое подключение, то внешнее поле 
нейтрализует запирающее, и ток будет совершаться основными 
носителями заряда. При этом ток неосновных носителей 
ничтожно мал, его практически нет. Поэтому p-n переход 
обеспечивает одностороннюю проводимость электрического 
тока.



� Проводимость 
полупроводников является 

электронно-дырочной, и 
такая проводимость 

называется собственной 
проводимостью. И в 

отличие от проводниковых 
металлов при увеличении 

температуры как раз 
увеличивается количество 

свободных зарядов (в 
первом случае оно не 

меняется), поэтому 
проводимость 

полупроводников растет с 
ростом температуры, а 

сопротивление уменьшается.



ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 
ПРИБОРЫ.

� Малые размеры и очень большое качество пропускаемых 
сигналов сделали полупроводниковые приборы очень 
распространенными в современной электронной технике. В 
состав таких приборов может входить не только 
вышеупомянутый кремний с примесями, но и, например, 
германий.

� Одним из таких приборов является диод – прибор, способный 
пропускать ток в одном направлении и препятствовать его 
прохождению в другом. Он получается вживлением в 
полупроводниковый кристалл p- или n-типа полупроводника 
другого типа



ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 
ПРИБОРЫ

� Другим прибором, теперь уже с двумя p-n переходами, 
называется транзистор. Он служит не только для выбора 
направления пропускания тока, но и для его преобразования

� Следует отметить, что в современных микросхемах 
используется множество комбинаций диодов, транзисторов и 
других электрических приборов.


